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(57)【要約】
本発明は、少なくとも一対の櫛歯状電極を有する垂直配
向モードにおける白浮き現象を改善することができる液
晶表示装置を提供する。本発明は、互いに対向配置され
た一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層
とを備える液晶表示装置であって、前記一対の基板の一
方は、櫛歯状の一対の電極を有し、前記一対の電極は、
画素内において互いに平面的に対向配置され、前記液晶
層は、ｐ型ネマチック液晶を含むとともに、前記一対の
電極間に生じる電界によって駆動され、前記ｐ型ネマチ
ック液晶は、電圧無印加時に、前記一対の基板面に対し
て垂直に配向し、前記液晶表示装置は、画素内に前記一
対の電極の間隔が互いに異なる２つ以上の領域を有する
液晶表示装置である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
互いに対向配置された一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された液晶層とを備える液
晶表示装置であって、
前記一対の基板の一方は、櫛歯状の一対の電極を有し、
前記一対の電極は、画素内において互いに平面的に対向配置され、
前記液晶層は、ｐ型ネマチック液晶を含むとともに、前記一対の電極間に生じる電界によ
って駆動され、
前記ｐ型ネマチック液晶は、電圧無印加時に、前記一対の基板面に対して垂直に配向し、
前記液晶表示装置は、画素内に前記一対の電極の間隔が互いに異なる２つ以上の領域を有
することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
前記液晶表示装置は、前記間隔が互いに異なる２つの領域を有し、
前記２つの領域の内の前記間隔が狭い方の面積をＡｎとし、前記２つの領域の内の前記間
隔が広い方の面積Ａｗをとすると、前記液晶表示装置は、Ａｎ≦Ａｗを満たすことを特徴
とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記液晶表示装置は、Ａｎ：Ａｗ＝１：１～１：３を満たすことを特徴とする請求項２記
載の液晶表示装置。
【請求項４】
前記液晶表示装置は、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５～１：３を満たすことを特徴とする請求項
３記載の液晶表示装置。
【請求項５】
前記液晶表示装置は、実質的にＡｎ：Ａｗ＝１：２を満たすことを特徴とする請求項４記
載の液晶表示装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、液晶表示装置に関する。より詳しくは、トランスバース　ベンド　アライメン
ト（ＴＢＡ；Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｂｅｎｄ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード等、少なく
とも一対の櫛歯状電極を有する垂直配向モードに好適な液晶表示装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
液晶表示装置は、低消費電力の表示装置であり軽量及び薄型化が可能なことから、テレビ
、パーソナルコンピュータ用モニタ等に広く利用されている。
【０００３】
また近年、高コントラスト比を有する垂直配向（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ
；ＶＡ）モードの液晶表示装置が開発されている。ＶＡモードにおいて、基板間の電圧が
０Ｖのときには、液晶分子は基板に対して略垂直に配向し、一方、基板間の電圧が閾値電
圧よりも充分大きい電圧のときには、液晶分子は基板に対して略水平に配向する。
【０００４】
また、液晶分子の傾斜方向を画素内において２以上の領域に分割する配向分割の技術が開
発されている。これによれば、液晶層へ電圧が印加されると、液晶分子は、画素内で異な
る方向に傾斜することから、液晶表示装置の視野角特性の改善が可能となる。なお、液晶
分子の傾斜方向が異なる各領域は、ドメインとも呼ばれ、配向分割は、マルチドメインと
も呼ばれる。
【０００５】
配向分割されたＶＡモードの配向制御の方法としてはいくつか考えられる。例えば、斜め
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電界、突起物（リブ）やスリットによる液晶の配向規制を行う方法が挙げられる。スリッ
トは、透明電極であるＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）に開けられる。この
ような液晶表示装置は、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉ
ｇｎｍｅｎｔ）、ＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｅｗ）、ＰＶＡ（Ｐａｔ
ｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードとして一般に知られ、実
用化されている。しかしながら、これらのモードでは製造工程が複雑になるうえ、ＴＮ（
Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モードと同様、応答が遅いという点で改善の余地があ
る。
【０００６】
なお、ＭＶＡモードの液晶表示装置に関しては、例えば、画素電極が複数の副画素電極に
分割され、複数の副画素電極のうちの少なくとも一部の副画素電極が、スイッチング素子
に接続された制御電極と容量結合する液晶表示装置が開示されている（例えば、特許文献
１参照。）。
【０００７】
また、１対の基板間に設けられた液晶層を有し、電圧無印加状態で当該液晶層内の液晶分
子がほぼ垂直方向に配向している液晶表示装置において、前記基板上にマトリクス状に配
置され、それぞれ複数のサブ画素電極を有する画素と、前記複数のサブ画素電極にそれぞ
れ接続された複数のスイッチング素子と、前記スイッチング素子に接続された複数のデー
タバス線と、前記スイッチング素子に接続され当該スイッチング素子を制御する複数のゲ
ートバス線と、前記データバス線に駆動信号を供給し前記スイッチング素子を介して前記
サブ画素電極に当該駆動信号を印加するデータバス駆動回路と、前記基板上に設けられ前
記液晶分子の配向方向を複数方向に規制する配向規制手段とを有し、１つの画素内におい
て、面積が異なる第１及び第２のサブ画素電極が設けられ、前記データバス駆動回路は、
画像信号の入力階調に対して階調増加に応じて低輝度から高輝度に変化させる第１の駆動
信号を前記第１のサブ画素電極に印加し、前記画像信号の入力階調に対して階調増加に応
じて低輝度から高輝度に変化させ且つ前記第１の駆動信号より低い輝度の第２の駆動信号
を前記第２のサブ画素電極に印加することを特徴とする液晶表示装置が開示されている（
例えば、特許文献２参照。）。
【０００８】
また、ＭＶＡモードのプロセス上の課題に対して、一対の基板間に液晶層を封入し、同一
基板あるいは両基板上に形成された２つの電極に駆動電圧を印加することにより、基板界
面にほぼ平行な方向の電界により液晶層を駆動し、２つの電極の隙間から液晶層に入射し
た光を変調して表示する方式（以下、横電界方式とも言う。）が知られている。例えば、
ＩＰＳ（Ｉｎ－ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＴＢＡ（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓ
ｅ　Ｂｅｎｄ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード等が知られている。
【０００９】
いずれのモードにおいても、ＴＦＴ等のアクティブ素子に接続された画素電極と、各画素
に共通の電極である共通電極とによって発生する横電界により液晶層を駆動する。
【００１０】
ＩＰＳモードの液晶表示装置としては、例えば、一対の基板と、前記一対の基板の一方の
基板上に互いに絶縁して形成された少なくとも２つの表示電極と、前記表示電極が内側と
なるように前記一対の基板を対向させた状態で前記一対の基板間に挟持された液晶材料と
を具備し、前記表示電極間に電位差を設けて前記液晶材料中の液晶分子の配列状態を変え
ることにより旋光性を制御して表示を行う直視型または投射型液晶表示装置において、前
記液晶材料が前記表示電極間に電位差を設けた際の前記液晶分子の捩じれ方向と逆方向の
捩じれ方向を有する液晶分子を含む液晶表示装置が開示されている（例えば、特許文献３
参照。）。
【００１１】
また、ＴＢＡモードは、液晶材料としてｐ型ネマチック液晶を用い、垂直配向による高コ
ントラスト性を保ちながら、該液晶を横電界により駆動させることにより液晶分子の配向
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方位を規定する表示方式である。この方式は突起物による配向制御が不要なため、画素構
成が単純であり、優れた視野角特性を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－２９２３９７号公報
【特許文献２】特開２００５－３１６２１１号公報
【特許文献３】特開平７－９２５０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
以下、ＴＢＡモードを例にして、本発明の課題と、本発明に至った経緯とについて説明す
るが、本発明はＴＢＡモードに限定されるものではない。
ＭＶＡモード、ＰＶＡモード、ＴＢＡモード等の表示モードは、通常、クロスニコル設定
下で電圧無印加時にネマチック液晶を垂直配向するノーマリーブラックモードである。ま
た、これらのモードは、電圧印加時の視野角を広くするために、電圧印加により液晶分子
が正面方向を中心に対称的に傾斜する、いわゆるマルチドメイン（セル内自己補償）構造
を有する。ただし、これらのモードにおいては、正面方向と斜め方向とでの電圧－透過率
特性（ＶＴ特性）の形状が異なるという課題がある。この課題は、黒表示に近い階調（低
階調）において特に顕著であり、低階調ではＶＴ特性が極角の変化に大きく依存する。具
体的には、観察方向を正面方向から倒した時に、低階調側の暗い表示が白く浮いてくる（
白っぽくなる）現象が発生する。なお、この現象は白浮きとも呼ばれる。また、この白浮
き現象は、白黒表示では視認されない。なお、ここでの白黒表示とは、複数色の絵素（通
常、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の絵素）の明るさを調整して白黒表示を行うことを意
味する。
【００１４】
白浮きについてより詳細に説明すると、電圧無印加時にネマチック液晶が垂直配向をした
モード（ＴＢＡモードを含む。）では、電圧印加して液晶分子が傾斜した場合、正面方向
と斜め方向とで液晶分子の見え方が異なってくる。具体的には、図１１（ａ）に示すよう
な低階調表示時、図１１（ｂ）に示すように正面方向からは液晶分子４は、円状に見える
。一方、観察方向の極角を大きくすると液晶分子４は、図１１（ｃ）に示すように楕円状
（棒状）に観察される。そして、液晶分子４が円状に観察されることは画像が黒く表示さ
れることに対応し、液晶分子４が楕円状に観察されることは画像が明るくなることに対応
している。すなわち、低階調表示時であっても観察方向の極角を大きくすると光が漏れる
（白く浮く）ことを示している。
【００１５】
それに対して、特許文献１、２には、ＭＶＡモードにおける白浮きの改善に関する技術が
記載されているが、ＴＢＡモードに関する記載はない。
【００１６】
また、特許文献３には、ＩＰＳモードにおける色付きを改善する技術が記載されているが
、ＴＢＡモードにおける白浮きの改善に関する記載はない。
【００１７】
更に、特許文献１に記載の技術では、高しきい値のＶＴ特性を発揮する副画素電極は、フ
ローティング電位によって制御される。そのため、該電極に一度書き込んだ電荷が抜けに
くく、画素の電位変化が鈍化してしまい、その結果、表示が焼きついてしまうことがある
。
【００１８】
また、特許文献２に記載の技術では、高輝度用のサブ絵素と、低輝度用のサブ絵素とを独
立して駆動するため、一つの絵素に対して２本のデータバス線と２個のＴＦＴとが必要と
なる。したがって、絵素の開口部が小さくなってしまう。また、データバス線の数が通常
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の表示方式の２倍となるため、ソースドライバも複雑化してしまう。
【００１９】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、少なくとも一対の櫛歯状電極を有する
垂直配向モードにおける白浮き現象を改善することができる液晶表示装置を提供すること
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
本発明者らは、ＴＢＡモード等、少なくとも一対の櫛歯状電極を有する垂直配向モードに
おける白浮き現象を改善することができる液晶表示装置について種々検討したところ、一
対の櫛歯状電極の間隔（電極間隔Ｓ）に着目した。そして、画素内に電極間隔Ｓが互いに
異なる２つ以上の領域を設けることにより、該２つの領域におけるＶＴ特性のしきい値を
異ならせ、特に低階調におけるＶＴ特性の傾斜をなだらかにし、その結果、特に低階調側
でＶＴ特性が観察方向の極角の大きさに依存して変化するのを小さくできることを見いだ
し、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達したものであ
る。
【００２１】
すなわち、本発明は、互いに対向配置された一対の基板と、前記一対の基板間に挟持され
た液晶層とを備える液晶表示装置であって、前記一対の基板の一方は、櫛歯状の一対の電
極を有し、前記一対の電極は、画素内において互いに平面的に対向配置され、前記液晶層
は、ｐ型ネマチック液晶を含むとともに、前記一対の電極間に生じる電界によって駆動さ
れ、前記ｐ型ネマチック液晶は、電圧無印加時に、前記一対の基板面に対して垂直に配向
し、前記液晶表示装置は、画素内に前記一対の電極の間隔が互いに異なる２つ以上の領域
を有する液晶表示装置である。
【００２２】
なお、上記の「垂直に配向」とは、プレチルト角が厳密に９０°である必要はない。上記
ｐ型ネマチック液晶は、電圧無印加時に、本発明の液晶表示装置がＴＢＡモードの液晶表
示装置として機能できる程度の配向を示してもよい。
【００２３】
本発明の液晶表示装置の構成としては、このような構成要素を必須として形成されるもの
である限り、その他の構成要素により特に限定されるものではない。
本発明の液晶表示装置における好ましい形態について以下に詳しく説明する。
【００２４】
前記液晶表示装置は、前記間隔が互いに異なる２つの領域を有し、前記２つの領域の内の
前記間隔が狭い方の面積をＡｎとし、前記２つの領域の内の前記間隔が広い方の面積Ａｗ

をとすると、前記液晶表示装置は、Ａｎ≦Ａｗを満たすことが好ましい。これにより、低
階調表示時において白浮きが視認されるのをより効果的に抑制することができる。また、
透過率を向上することができる。
【００２５】
前記液晶表示装置は、Ａｎ：Ａｗ＝１：１～１：３を満たすことがより好ましい。Ａｗの
割合がＡｎ：Ａｗ＝１：３よりも大きくなると、白浮きを効果的に抑制できないことがあ
る。
【００２６】
前記液晶表示装置は、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５～１：３を満たすことが更に好ましい。こ
れにより現在のＭＶＡモードのテレビ以上の優れた白浮き抑制効果を奏することができる
。
【００２７】
前記液晶表示装置は、実質的にＡｎ：Ａｗ＝１：２を満たすことが特に好ましい。これに
より、狭い方の間隔と広い方の間隔との組合せの許容範囲を最も広くすることができる。
【００２８】
なお、シミュレーションの結果、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合と、Ａｎ：Ａｗ＝１：２．５
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及びＡｎ：Ａｗ＝１：３の場合とにおける白浮きを抑制する効果は実質的に同等であった
。したがって、実質的にＡｎ：Ａｗ＝１：２を満たすとは、より具体的には、Ａｎ：Ａｗ

＝１：２～１：３を満たすことが好ましく、Ａｎ：Ａｗ＝１：２～１：２．５を満たすこ
とが特に好ましい。
【００２９】
本発明の液晶表示装置は、カラー液晶表示装置であってもよく、前記画素は、絵素（サブ
画素）であってもよい。
【発明の効果】
【００３０】
本発明の液晶表示装置によれば、少なくとも一対の櫛歯状電極を有する垂直配向モードに
おける白浮き現象を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】実施形態１の液晶表示装置を示す模式図であり、（ａ）は、断面図であり、（ｂ
）は、平面図であり、（ｃ）は、表示面を平面視したときの一対の直線偏光板の吸収軸の
配置関係を示す図である。
【図２】実施形態１の液晶表示装置を示す断面模式図であり、電圧印加時の状態を示す。
【図３】シミュレーションにより求めた実施形態１の液晶表示装置の断面方向から見たと
きの電気力線及び液晶ダイレクタを示す図であり、（ａ）は、画素電極及び共通電極間に
２．５Ｖ印加した状態（低階調表示時）を示し、（ｂ）は、画素電極及び共通電極間に６
．５Ｖ印加した状態（白表示時）を示す。
【図４】実施形態１の液晶表示装置における液晶分子を示す模式図であり、（ａ）は、斜
視図であり、（ｂ）は、正面方向から観察した場合を示し、（ｃ）は、斜め方向から観察
した場合を示す。
【図５】実施形態１の液晶表示装置のＶＴ特性を示す模式図である。
【図６】実施形態１の液晶表示装置のＶＴ特性を示す模式図である。
【図７】実施形態１の液晶表示装置の絵素部における等価回路を示す。
【図８】比較形態１の液晶表示装置を示す模式図であり、（ａ）は、断面図であり、（ｂ
）は、平面図である。
【図９】シミュレーションにより求めた比較形態１の液晶表示装置の断面方向から見たと
きの電気力線及び液晶ダイレクタを示す図であり、（ａ）は、画素電極及び共通電極間に
２．５Ｖ印加した状態（低階調表示時）を示し、（ｂ）は、画素電極及び共通電極間に６
．５Ｖ印加した状態（白表示時）を示す。
【図１０】比較形態１の液晶表示装置を示す断面模式図であり、電圧印加時の状態を示す
。
【図１１】比較形態１の液晶表示装置における液晶分子を示す模式図であり、（ａ）は、
斜視図であり、（ｂ）は、正面方向から観察した場合を示し、（ｃ）は、斜め方向から観
察した場合を示す。
【図１２】比較形態１の液晶表示装置のＶＴ特性を示す模式図である。
【図１３】比較形態１の液晶表示装置のＶＴ特性を示す模式図である。
【図１４】シミュレーション（３次元シミュレーション）に用いた絵素の構成を示す平面
模式図である。
【図１５】実施形態１の液晶表示装置のＶＴ特性を示すグラフである。
【図１６】比較形態１の液晶表示装置のＶＴ特性を示すグラフである。
【図１７】実施形態１の液晶表示装置の白浮き特性を示す。
【図１８】比較形態１の液晶表示装置の白浮き特性を示す。
【図１９】電極幅Ｌ＝２．５μｍ、狭間隔領域の面積Ａｎ：広間隔領域の面積Ａｗ＝１：
１の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き特性を示し、（ａ）は、電極間隔Ｓ＝３μ
ｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｃ）は、
Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
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【図２０】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μ
ｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図２１】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μ
ｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図２２】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５の場合の実施形態１の液晶表示装置
の白浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４
μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図２３】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５の場合の実施形態１の液晶表示装置
の白浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝
４μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図２４】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５の場合の実施形態１の液晶表示装置
の白浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝
４μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図２５】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ
又は８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図２６】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μ
ｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図２７】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μ
ｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図２８】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２．５の場合の実施形態１の液晶表示装置
の白浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４
μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図２９】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２．５の場合の実施形態１の液晶表示装置
の白浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝
４μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図３０】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２．５の場合の実施形態１の液晶表示装置
の白浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝
４μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図３１】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：３の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ
又は８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図３２】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：３の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μ
ｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図３３】Ｌ＝２．５μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：３の場合の実施形態１の液晶表示装置の白
浮き特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μ
ｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図３４】市販のＭＶＡモードのテレビの白浮き特性を示す。
【図３５】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又は
８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図３６】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又
は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図３７】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：１の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
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特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又
は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図３８】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又は
８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図３９】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又
は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図４０】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又
は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図４１】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：３の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は８μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又は
８μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は８μｍの場合を示す。
【図４２】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：３の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１０μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又
は１０μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１０μｍの場合を示す。
【図４３】Ｌ＝３μｍ、Ａｎ：Ａｗ＝１：３の場合の実施形態１の液晶表示装置の白浮き
特性を示し、（ａ）は、Ｓ＝３μｍ又は１２μｍの場合を示し、（ｂ）は、Ｓ＝４μｍ又
は１２μｍの場合を示し、（ｃ）は、Ｓ＝５μｍ又は１２μｍの場合を示す。
【図４４】比較形態１の液晶表示装置の白浮き特性を示す。
【図４５】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図４６】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図４７】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図４８】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図４９】実施形態１の液晶表示装置（試作機）の白浮き特性を示す。
【図５０】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図５１】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図５２】実施形態１の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図５３】比較形態２の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図５４】比較形態２の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図５５】比較形態２の液晶表示装置を示す平面模式図である。
【図５６】実施形態１の液晶表示装置（試作機）の白浮き特性を示す。
【図５７】実施形態２の液晶表示装置の構成を示す断面模式図である。
【図５８】実施形態１又は２の液晶表示装置の構成を示す平面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
以下に実施形態を掲げ、本発明を図面を参照して更に詳細に説明するが、本発明はこれら
の実施形態のみに限定されるものではない。
【００３３】
なお、以下の各実施形態においては、液晶表示パネル（一対の基板面）を正面視したとき
の３時方向、１２時方向、９時方向及び６時方向をそれぞれ、０°方向（方位）、９０°
方向（方位）、１８０°方向（方位）及び２７０°方向（方位）とし、３時及び９時を通
る方向を左右方向とし、１２時及び６時を通る方向を上下方向とする。
【００３４】
また、正面方向とは、液晶表示パネルの表示面に対して法線方向を意味する。
【００３５】
また、極角とは、液晶表示パネルの表示面に対する法線方向となす角を意味する。
【００３６】
また、斜め方向とは、極角が０°を超える方向を意味する。
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【００３７】
（実施形態１）
本実施形態の液晶表示装置は、液晶層に対して基板面方向（基板面に対して平行な方向）
の電界（横電界）を作用させ、液晶の配向を制御することにより画像表示を行う横電界方
式のうち、ＴＢＡ方式（ＴＢＡモード）と呼ばれる方式を採用した透過型の液晶表示装置
である。
【００３８】
なお、以下の図では、主に一つの絵素を図示しているが、本実施形態の液晶表示装置の表
示エリア（画像表示領域）には、複数の絵素（サブ画素）がマトリクス状に設けられてい
る。
【００３９】
本実施形態の液晶表示装置は、図１（ａ）に示すように、液晶表示パネル１００を備え、
液晶表示パネル１００は、対向配置された一対の基板であるアクティブマトリクス基板（
アレイ基板）１及び対向基板２と、これらの間に狭持された液晶層３とを有する。
【００４０】
アレイ基板１及び対向基板２の外主面上（液晶層３と反対側）には、一対の直線偏光板６
、７が設けられている。図１（ｃ）に示すように、アレイ基板１側の直線偏光板６の吸収
軸６ａは、４５°方向に配置され、対向基板２側の直線偏光板７の吸収軸７ａは、１３５
°方向に配置されている。このように、両直線偏光板６、７は、クロスニコル配置されて
いる。また、両吸収軸６ａ、７ａは、後述する画素電極２０の枝部２２及び共通電極３０
の枝部３２の延伸方向に対して４５°のなす角を有する。
【００４１】
アレイ基板１及び対向基板２は、プラスチックビーズ等のスペーサを介して、表示エリア
を取り囲むように設けられたシール剤によって貼り合わされている。そして、アレイ基板
１及び対向基板２の間の空隙には、光学変調層を構成する表示用媒体として液晶材料が封
入されることにより液晶層３が形成されている。
【００４２】
液晶層３は、正の誘電異方性を有するネマチック液晶材料（ｐ型ネマチック液晶材料）を
含む。ｐ型ネマチック液晶材料の液晶分子４は、アレイ基板１及び対向基板２の液晶層３
側の表面に設けられた垂直配向膜の配向規制力により、電圧無印加時（後述する画素電極
２０及び共通電極３０の間に電界が生じていない時）に、ホメオトロピック配向を示す。
より具体的には、液晶分子４の長軸は、電圧無印加時に、アレイ基板１及び対向基板２そ
れぞれに対して８８°以上（より好適には８９°以上）のなす角を有する。
【００４３】
パネルリタデーションｄΔｎ（セルギャップｄと液晶材料の複屈折率Δｎとの積）は、好
適には２７５～４６０ｎｍ、より好適には２８０～４００ｎｍである。このように、ｄΔ
ｎの下限は、モードの関係上、緑５５０ｎｍの半波長以上であることが好ましく、ｄΔｎ
の上限は、ネガティブＣプレート（単層）の法線方向のリタデーションＲｔｈで補償でき
る範囲内であることが好ましい。ネガティブＣプレートは、黒表示時に斜め方向から観察
した場合に発生する白浮きを補償するために設けられる。ネガティブＣプレートを積層し
てＲｔｈをかせぐことも考えられるが、コスト高になるため好ましくない。
【００４４】
液晶材料の誘電率Δεは、好適には１０～２５であり、より好適には１５～２５である。
Δεの下限は、白電圧（白表示時の電圧）が高電圧になることから１０（より好適には１
５）程度以上であることが好ましく、Δεは、大きければ大きいほど印加電圧を低電圧化
できるため好ましい。しかしながら、現在、容易に入手可能な材料を用いることを前提と
すると、上述のようにΔεの上限は、２５以下であることが好ましい。
【００４５】
対向基板２は、無色透明な絶縁基板４０の一方の（液晶層３側の）主面上に、各絵素間を
遮光するブラックマトリクス（ＢＭ）層４１と、各絵素に設けられた複数の色層（カラー
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フィルタ）４２と、ＢＭ層４１及び色層４２を覆うオーバーコート層４３と、これらの構
成を覆って液晶層３側の表面に設けられた垂直配向膜とを有する。ＢＭ層４１は、Ｃｒ等
の不透明な金属、炭素を含有するアクリル樹脂等の不透明な有機膜等から形成され、隣接
する絵素の境界に形成されている。一方、色層４２は、カラー表示を行うために用いられ
るものであり、顔料を含有するアクリル樹脂等の透明な有機膜等から形成され、主として
、絵素領域に形成されている。オーバーコート層４３は、熱硬化型アクリル系樹脂、光硬
化型アクリル系樹脂等から形成される。オーバーコート層４３を設けなくとも本発明の効
果には影響はないが、ＢＭ層４１及び色層４２から不純物が溶出するのを防止するととも
に、対向基板２の誘電率を均一化する観点からは、設けることが好ましい。
【００４６】
このように、本実施形態の液晶表示装置は、対向基板２上に色層４２を具備するカラー液
晶表示装置（カラー表示のアクティブマトリクス型液晶表示装置）であり、Ｒ（赤）、Ｇ
（緑）、Ｂ（青）の各色光を出力する３個の絵素から１個の画素が構成される。なお、各
画素を構成する絵素の色の種類及び数は特に限定されず、適宜設定することができる。す
なわち、本実施形態の液晶表示装置において、各画素は、例えば、シアン、マゼンタ及び
イエローの３色の絵素から構成されてもよいし、４色以上の絵素から構成されてもよい。
【００４７】
一方、アレイ基板（ＴＦＴアレイ基板）１は、無色透明な絶縁基板１０の一方の（液晶層
３側の）主面上に、ゲートバスラインと、Ｃｓバスラインと、ソースバスラインと、スイ
ッチング素子であり、かつ各絵素に１つずつ設けられたＴＦＴと、各ＴＦＴに接続された
ドレイン配線（ドレイン）と、各絵素に別個に設けられた画素電極２０と、各絵素に共通
に設けられた共通電極３０と、これらの構成を覆って液晶層３側の表面に設けられた垂直
配向膜とを有する。
【００４８】
アレイ基板１及び対向基板２に設けられた垂直配向膜は、ポリイミド等の公知の配向膜材
料から塗布形成される。垂直配向膜は、通常、ラビング処理されないが、電圧無印加時に
、液晶分子を膜表面に対して略垂直に配向することができる。
【００４９】
液晶層３側のアレイ基板１上には、図１（ｂ）に示すように、各絵素に対応して画素電極
２０が設けられるとともに、隣接する全ての絵素に対して一続きに形成された共通電極３
０が設けられている。
【００５０】
画素電極２０には、スイッチング素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を介して、ソー
スバスライン（幅、例えば５μｍ）から画像信号（映像信号）が供給される。ソースバス
ラインは、隣接する絵素間を上下方向に延びる。このように、画素電極２０には、画像信
号に応じて矩形波が印加される。各画素電極２０は、層間絶縁膜に設けられたコンタクト
ホールを通してＴＦＴのドレイン配線に電気的に接続されている。また、共通電極３０に
は、各絵素に共通のコモン信号が供給される。更に、共通電極３０は、Ｃｓバスラインを
介してコモン電圧発生回路に接続されるとともに、所定の電位（代表的には０Ｖ）に設定
されている。
【００５１】
なお、ソースバスラインは、ソースドライバ（データ線駆動回路）に接続される。また、
ゲートバスライン（幅、例えば５μｍ）は、隣接する絵素間の左右方向に延在する。ゲー
トバスラインは、表示領域外でゲートドライバ（走査線駆動回路）に接続され、表示領域
内でＴＦＴのゲートに接続される。ゲートバスラインには、ゲートドライバから所定のタ
イミングでパルス的に走査信号が供給され、走査信号は、線順次で各ＴＦＴに印加される
。そして、走査信号の入力により一定期間だけオン状態とされたＴＦＴに接続された画素
電極２０に、ソースバスラインから供給される画像信号が所定のタイミングで印加される
。これにより、液晶層３に画像信号が書き込まれることになる。
【００５２】
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また、液晶層３に書き込まれた所定レベルの画像信号は、画像信号が印加された画素電極
２０と、この画素電極２０に対向する共通電極３０との間で一定期間保持される。すなわ
ち、これら電極２０及び３０の間に一定期間、容量（液晶容量）が形成される。ここで、
保持された画像信号がリークするのを防ぐために、液晶容量に並列に保持容量が形成され
る。保持容量は、各絵素において、ＴＦＴのドレイン配線と、ゲートバスラインと平行に
設けられるＣｓバスライン（容量保持配線、幅、例えば５μｍ）との間に形成される。
【００５３】
画素電極（上記櫛歯状の一対の電極の一方に相当する電極）２０は、ＩＴＯ等の透明導電
膜、アルミニウム、クロム等の金属膜等から形成される。液晶表示パネル１００を平面視
したときの画素電極２０の形状は、櫛歯状である。より具体的には、画素電極２０は、絵
素領域を上下に二等分するように、絵素領域の中央に設けられた平面視矩形状の幹部２１
と、幹部２１に接続され、かつ９０°又は２７０°方向に設けられた平面視線状の複数の
枝部（櫛歯）２２とを有する。
【００５４】
共通電極（上記櫛歯状の一対の電極の他方に相当する電極）３０もまた、ＩＴＯ等の透明
導電膜、アルミニウム等の金属膜等から形成されるとともに、各絵素内において、平面視
櫛歯形状を有する。より具体的には、共通電極３０は、ゲートバスライン及びソースバス
ラインに平面的に重なるように上下左右方向に配された格子状の幹部３１と、幹部３１に
接続され、かつ２７０°又は９０°方向に設けられた平面視線状の複数の枝部（櫛歯）３
２とを有する。
【００５５】
共通電極３０の幹部３１の幅は、ゲートバスライン及びソースバスラインの幅よりも広く
、具体的には、例えばゲートバスライン及びソースバスラインの幅よりも２μｍ程度広く
設定される。
【００５６】
このように、画素電極２０の枝部２２及び共通電極３０の枝部３２は、互いに相補的な平
面形状を有するとともに、ある一定の間隔を有して互い違いに配置されている。すわなち
、画素電極２０の枝部２２及び共通電極３０の枝部３２は、同一の平面内において互いに
平行に対峙して配置されている。更に言い換えると、櫛歯状の画素電極２０と櫛歯状の共
通電極３０とは、互いに櫛歯が噛み合う方向に対向配置されている。これにより、画素電
極２０と共通電極３０との間に、横電界を高密度に形成することができ、液晶層３をより
高精度に制御することが可能となる。また、画素電極２０及び共通電極３０は、絵素の中
心を通る左右方向の中心線に対して対称な形状を有する。
【００５７】
また後述するが、画素電極２０及び共通電極３０の隙間には、互いのダイレクタ方向が１
８０°異なる２つのドメインが形成される。
【００５８】
画素電極２０の枝部２２の幅（短手方向の長さ）と、共通電極３０の枝部３２の幅（短手
方向の長さ）とは、全て実質的に同じである。透過率を大きくする観点からは、画素電極
２０及び共通電極３０の幅（画素電極２０の枝部２２及び共通電極３０の枝部３２の幅）
は、できるだけ細いことが好ましく、現在のプロセスルールでは、１～５μｍ（より好適
には１．５～４μｍ）程度に設定することが好ましい。以後、枝部２２、３２の幅を単に
電極幅Ｌとも言う。
【００５９】
画素電極２０と共通電極３０との間隔（より詳細には、枝部２２及び枝部３２の延伸方向
に対して垂直な方向における画素電極２０及び共通電極３０（通常は、枝部２２及び枝部
３２）の間隔。以下、単に「電極間隔」とも言う。）Ｓは特に限定されないが、１～２０
μｍ（より好適には２～１２μｍ）であることが好ましい。２０μｍを超えると、応答速
度が極端に遅くなるとともに、ＶＴ特性が大幅に高電圧側にシフトしてドライバ電圧範囲
をオーバーすることがある。一方、１μｍ未満であると、電極をフォトリソ法により形成
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できなくなることがある。
【００６０】
そして、本実施形態の液晶表示装置は、絵素内に電極間隔Ｓが互いに異なる２つ以上の領
域を有する。より詳細には、各絵素内には、電極間隔Ｓが相対的に狭い領域１７（以下、
「狭間隔領域」とも言う。）と、電極間隔Ｓが相対的に広い領域１８（以下、「広間隔領
域」とも言う。）とが形成されている。
【００６１】
狭間隔領域１７における電極間隔Ｓは、１～６μｍ（より好適には２～５μｍ）であるこ
とが好ましい。６μｍを超えると、後述するように、ＶＴ特性（ＶＴｔｏｔａｌ）の低階
調における勾配が緩やかにならないことがある。一方、１μｍ未満であると、画素電極２
０と共通電極３０との間でのリーク不良が多発し、歩留まりが低下することがある。
【００６２】
広間隔領域１８における電極間隔Ｓは、６～１４μｍ（より好適には８～１２μｍ）であ
ることが好ましい。１４μｍを超えると、いくら低粘度な液晶材料を使用したとても応答
速度が大きく遅延してしまい、表示性能が劣化してしまうことがある。一方、６μｍ未満
であると、液晶分子が稼働する領域が減少するため、透過率が著しく低下し、その結果、
表示性能が劣化してしまうことがある。
【００６３】
なお、図１（ｂ）では、狭間隔領域１７の面積Ａｎと広間隔領域１８の面積Ａｗとの比を
略１：１に設定した場合を図示している。
【００６４】
本実施形態の液晶表示装置は、図２に示すように、ＴＦＴを介して画素電極２０に画像信
号（電圧）を印加することで、画素電極２０と共通電極３０との間に基板（アレイ基板１
及び対向基板２）面方向の電界（横電界５）を生じさせ、この電界５によって液晶層３を
駆動し、各絵素の透過率を変化させて画像表示を行う。
【００６５】
より詳細には、本実施形態の液晶表示装置は、電界の印加により、液晶層３内に電界強度
の分布を形成することによって生じる液晶分子４の配列の歪みを利用して液晶層３のリタ
デーションを変化させる。更に詳細には、液晶層３の初期配向状態はホメオトロピック配
向であるが、櫛歯状の画素電極２０及び共通電極３０に電圧を印加し、液晶層３内に横電
界５を発生させることによって、ベンド状の電界が形成される。その結果、互いのダイレ
クタ方向が１８０°異なる２つのドメインが両電極２０、３０間に形成される。また、各
ドメイン内（各電極間）において、ネマチック液晶材料の液晶分子４がベンド状の液晶配
列（ベンド配向）を示す。
【００６６】
なお、２つのドメインが隣接する領域（通常は、画素電極２０及び共通電極３０の隙間の
中心線上）においては、液晶分子４は、印加電圧値に無関係に常に垂直に配向する。した
がって、この領域（境界）には印加電圧値に無関係に常に暗い線（暗線）が発生する。
【００６７】
ここで、本実施形態について電圧印加時の液晶の挙動をシミュレーションにより計算して
結果を図３に示す。また、以下に図３のシミュレーションに用いた条件を示す。
・狭間隔領域１７のＬ／Ｓ＝２．５μｍ／３．０μｍ（すなわちＬ＝２．５μｍ、Ｓ＝３
．０μｍ）
・広間隔領域１８のＬ／Ｓ＝２．５μｍ／８．０μｍ（すなわちＬ＝２．５μｍ、Ｓ＝８
．０μｍ）
・ｄΔｎ：３５０ｎｍ
・Δε：２０
・γ１（液晶の回転粘度）：２００
・アレイ基板１及び直線偏光板６の間と、対向基板２及び直線偏光板７の間とにそれぞれ
、光学補償板としてネガティブＣプレート単層（面内方向のリタデーションＲｅ：０ｎｍ
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、法線方向のリタデーションＲｔｈ：２７０ｎｍ）を配置
・画素電極：ＡＣ印加（振幅０～６．５Ｖ、周波数３０Ｈｚ）
ただし、Ｖｃ（振幅センター）は、共通電極と同電位に設定
・共通電極：画素電極のＶｃに対する相対電位が０ＶのＤＣ印加
【００６８】
この結果、図３に示すように、電気力線が基板１、２面に対して垂直方向に発生し、画素
電極２０と共通電極３０との間に基板面方向（基板面に対して平行な方向）の電界（横電
界）が発生した。そのため、ホメオトロピック配向の初期配向状態であった液晶層３には
、ベンド状の電界が形成され、互いのダイレクタ方向が１８０°異なる２つのドメインが
形成された。また、各ドメイン内（各電極間）において、ネマチック液晶材料の液晶分子
４はベンド状の液晶配列（ベンド配向）を示した。
【００６９】
また、本実施形態によれば、図３に示すように、狭間隔領域１７と広間隔領域１８とにお
いて、液晶分子４の傾斜の大きさ（傾斜角）を異ならせることができる。より具体的には
、図４（ａ）に示すように、狭間隔領域１７における液晶分子４ｂの傾斜角は大きく、広
間隔領域１８における液晶分子４ａの傾斜角は小さい。すなわち、本実施形態のＴＢＡモ
ードの液晶表示装置では、電極間隔Ｓを変化させることでＶＴ特性のしきい値を変えるこ
とができ、より具体的には、電極間隔Ｓを広くするとしきい値を高くでき、逆に狭くする
としきい値を低くすることができる。
【００７０】
また、低階調表示時に正面方向から観察したとき、広間隔領域１８ではＶＴ特性のしきい
値が高いため、広間隔領域１８の液晶分子４ａは、あまり傾斜せず、図４（ｂ）に示すよ
うに、円状となる。すなわち、広間隔領域１８では、ほぼ黒が表示される。一方このとき
、狭間隔領域１７ではＶＴ特性のしきい値が低いため、狭間隔領域１７の液晶分子４ｂは
、比較的大きく傾斜し、図４（ｂ）に示すように、楕円状となる。すなわち、狭間隔領域
１７では、グレーが表示される。したがって、低階調表示時に正面方向から観察したとき
、狭間隔領域１７のグレーに広間隔領域１８の黒が織り交ぜられ、狭間隔領域１７及び広
間隔領域１８の表示（明るさ）は平均化され、その結果、全体としてはグレーに視認され
る。
【００７１】
また、低階調表示時に斜め方向から観察したとき、広間隔領域１８の液晶分子４ａは、図
４（ｃ）に示すように、楕円状となり、狭間隔領域１７の液晶分子４ｂは、棒状に近い略
楕円状となる。すなわち、両領域１７、１８でグレーが表示される。
【００７２】
したがって、正面方向から観察したときと、斜め方向から観察したときとは共に、グレー
に視認されことから、白浮き現象を擬似的に抑制することができる。
【００７３】
このように、絵素をマルチドメイン化し、各ドメインにしきい値の異なるＶＴ特性を持た
せることによって、液晶分子の傾斜角が異なる領域を複数形成することができる。
【００７４】
また、広間隔領域１８のＶＴ特性のしきい値と、狭間隔領域１７のＶＴ特性のしきい値と
の差は、略１．０Ｖ以上であることが好ましい。これにより、白浮きをより効果的に抑制
することができる。
【００７５】
また、電圧印加時の液晶分子の傾斜角が互いに異なる（ＶＴ特性のしきい値が互いに異な
る）領域を少なくとも２種類設けることによって、図５に示すように、狭間隔領域１７の
ＶＴ特性（ＶＴ１７）と広間隔領域１８のＶＴ特性（ＶＴ１８）とを合成した絵素全体の
ＶＴ特性（ＶＴｔｏｔａｌ）を、特に黒に近い低階調において、なだらかに変化させるこ
とができる。すなわち、特に低階調において、ＶＴ特性（ＶＴｔｏｔａｌ）の勾配を緩や
かにすることができる。
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【００７６】
その結果、図６に示すように、特に低階調において、正面方向から観察したときのＶＴ特
性（ＶＴ正面）のカーブと、斜め方向から観察したときのＶＴ特性（ＶＴ斜め）のカーブ
をどちらもなだらかにし、両者を近づけることができる。すなわちＶＴ特性の極角依存性
（極角を変化したときのＶＴ特性の変化）を小さくすることができる。このことからも、
本実施形態によれば、白浮きを抑制できることがわかる。
【００７７】
なお、本実施形態の液晶表示装置の絵素部における等価回路は、図７に示すようになり、
狭間隔領域１７の液晶容量Ｃ１７と、広間隔領域１８の液晶容量Ｃ１８とが並列に接続さ
れる。また、両容量Ｃ１７、Ｃ１８には、ゲートバスライン１１及びソースバスライン１
３に接続されたＴＦＴ１４を介して画像信号が入力される。
【００７８】
このように、両容量Ｃ１７、Ｃ１８には、ＴＦＴ１４を介してソースバスライン１３から
直接、画像信号が入力される。したがって、特許文献１に記載の技術のように表示が焼き
ついてしまうのを効果的に抑制することができる。
【００７９】
また、本実施形態の絵素構成は、非常にシンプルであり、更に、電極間隔Ｓを調整するだ
けで白浮きを抑制することができる。したがって、特許文献２記載の技術に比べて、プロ
セスの簡略化及びコスト削減が可能であり、非常に大きなメリットがある。
【００８０】
（比較形態１）
本比較形態の液晶表示装置は、図８に示すように、狭間隔領域１７が設けられず、各絵素
内に広間隔領域１８のみが形成されていること以外は、実施形態１の液晶表示装置と同様
の構成を有する。
【００８１】
なお、本比較形態においても、電圧無印加時には、図８（ａ）に示すように、液晶層３は
ホメオトロピック配向を示す。
【００８２】
また、本比較形態について電圧印加時の液晶の挙動をシミュレーションにより計算して結
果を図９に示す。なお、このシミュレーションは、ライン幅Ｌ及び電極間隔Ｓを絵素内に
おいてＬ／Ｓ＝２．５μｍ／８．０μｍのみに設定したこと以外は、実施形態１の上記条
件と同様の条件で行った。また、図１０に、本比較形態における電圧印加時の液晶の挙動
を模式的に示した図を示す。
【００８３】
この結果、図９、１０に示すように、電気力線が基板１、２面に対して垂直方向に発生し
、画素電極２０と共通電極３０との間に基板面方向の電界（横電界５）が発生した。その
ため、ホメオトロピック配向の初期配向状態であった液晶層３には、ベンド状の電界が形
成され、互いのダイレクタ方向が１８０°異なる２つのドメインが形成された。また、各
ドメイン内において、ネマチック液晶材料の液晶分子４がベンド状の液晶配列（ベンド配
向）を示す。
【００８４】
しかしながら、本比較形態では、図９に示すように、絵素の全ての領域で、液晶分子４の
傾斜角は同様に小さい。また、本比較形態では、図１１（ａ）に示すような低階調表示時
に、液晶分子４を正面方向から観察すると、図１１（ｂ）に示すように円状となる。すな
わち、低階調表示時に正面方向から観察したときはほぼ黒に視認される。一方、液晶分子
４を斜め方向から観察すると、図１１（ｃ）に示すように楕円状となる。したがって低階
調表示時に斜め方向から観察すると、光が漏れてしまう。すなわち、白浮きが確認されて
しまう。
【００８５】
また、電極間隔Ｓが１種類であるため、電圧印加時の液晶分子の傾斜角も絵素内で一様に
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なる。そのため、図１２に示すように、本比較形態のＶＴ特性は、黒に近い低階調におい
て、急峻に変化する。
【００８６】
また、図１３に示すように、特に低階調において、正面方向から観察したときのＶＴ特性
（ＶＴ正面）のカーブと、斜め方向から観察したときのＶＴ特性（ＶＴ斜め）のカーブは
どちらも急峻であり、両者は大きく乖離する。すなわちＶＴ特性の極角依存性が大きい。
このことからも、本比較形態においては白浮きが発生してしまうことがわかる。
【００８７】
次に、実施形態１及び比較形態１の液晶表示装置の白浮き特性について、シミュレーショ
ンを行ってより詳細に調べた結果を示す。
【００８８】
図１４は、シミュレーション（３次元シミュレーション）に用いた絵素の構成を示す平面
模式図である。本シミュレーションでは、図１４に示すように、画素電極２０及び共通電
極３０を上下方向に沿って配置した。また、直線偏光板の吸収軸方向６ａ、７ａは、画素
電極２０及び共通電極３０の延伸方向に対して４５°のなす方向に配置した。
【００８９】
その他のシミュレーション条件を以下に示す。
・ｄΔｎ：３５０ｎｍ
・Δε：２０
・γ１：２００
・アレイ基板１及び直線偏光板６の間と、対向基板２及び直線偏光板７の間とにそれぞれ
、光学補償板としてネガティブＣプレート単層（面内方向のリタデーションＲｅ：０ｎｍ
、法線方向のリタデーションＲｔｈ：２７０ｎｍ）を配置
・画素電極：ＡＣ印加（振幅０～６．５Ｖ、周波数３０Ｈｚ）
ただし、Ｖｃ（振幅センター）は、共通電極と同電位に設定
・共通電極：画素電極のＶｃに対する相対電位が０ＶのＤＣ印加
なお、以下に示すシミュレーションについても、特に断りがない限り、この条件を用いた
。
【００９０】
そして、狭間隔領域１７のＬ／Ｓ＝２．５μｍ／３μｍとし、広間隔領域１８のＬ／Ｓ＝
２．５μｍ／８μｍとし、狭間隔領域１７の面積Ａｎと広間隔領域１８の面積Ａｗとの比
を１：１としたときの実施形態１の液晶表示装置の絵素全体のＶＴ特性を図１５に示す。
【００９１】
なお、絵素全体のＶＴ特性は、狭間隔領域１７のＶＴ特性と、広間隔領域１８のＶＴ特性
とを図１４に示したモデルを用いてそれぞれ計算した後、所定の面積比で合成することに
よって求めた。また、ＶＴ特性のグラフの縦軸は、白表示時（２５６階調表示時）の透過
率を１としたときの透過率（相対透過率）を示す。
【００９２】
その結果、図１５に示すように、実施形態１の液晶表示装置では、正面方向から観察した
ときのＶＴ特性と、斜め方向（方位４５°、極角６０°）から観察したときのＶＴ特性と
は共に緩やかに変化することが確認できた。
【００９３】
なお、斜め方向（方位４５°、極角６０°）とは、４５°方向、かつ正面方向から６０°
傾斜した方向である。
【００９４】
また、Ｌ／Ｓ＝２．５μｍ／８μｍとしたときの比較形態１の液晶表示装置の絵素全体の
ＶＴ特性を図１６に示す。
【００９５】
その結果、図１６に示すように、比較形態１の液晶表示装置では、正面方向から観察した
ときのＶＴ特性と、斜め方向斜め方向（方位４５°、極角６０°）から観察したときのＶ
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【００９６】
次に、図１７に、図１５の結果に基づいて算出した実施形態１の液晶表示装置の白浮き特
性（γシフト）を示す。また、図１８に、図１６の結果に基づいて算出した比較形態１の
液晶表示装置の白浮き特性（γシフト）を示す。
【００９７】
なお、白浮き特性（γシフト）のグラフは、正面方向から観察したときの相対透過率（正
面透過率比）を横軸にとり、斜め方向（方位４５°、極角６０°）から観察したときの相
対透過率（斜め透過率比）を縦軸にとっている。
【００９８】
この結果、比較形態１では、図１８に示すように、正面透過率比が０．１（２５６階調中
の９６階調に相当）のときの斜め透過率比は、０．３６であり、正面透過率比が０．２（
２５６階調中の１２８階調に相当）のときの斜め透過率比は、０．４３であった。すなわ
ち、比較形態１では、特に低階調から中間調にかけて、正面透過率比に対して斜め透過率
比が大きくなってしまい、白浮きが顕著に発生することがわかった。
【００９９】
それに対して、実施形態１では、図１７に示すように、正面透過率比が０．１のときの斜
め透過率比は、０．２６であり、正面透過率比が０．２のときの斜め透過率比は、０．３
６であった。すなわち、特に低階調から中間調にかけて、正面透過率比に斜め透過率比を
近づけることができ、白浮きを抑制できることがわかった。
【０１００】
なお、人間の視覚は、低階調から中間調表示時における透過率の変化に特に敏感である。
すなわち、実施形態１では、特に低階調から中間調にかけて、正面透過率比と斜め透過率
比との乖離が小さいことから、白浮きが視認されるのをより効果的に抑制することができ
る。
【０１０１】
次に、狭間隔領域１７の面積Ａｎと広間隔領域１８の面積Ａｗとの比Ａｎ：Ａｗを種々変
化させて実施形態１の白浮き特性を調べた結果を示す。
【０１０２】
狭間隔領域１７の電極間隔Ｓは、３、４又は５μｍに設定し、広間隔領域１８の電極間隔
Ｓは、８、１０又は１２μｍに設定した。また、電極幅Ｌは、狭間隔領域１７及び広間隔
領域１８ともに２．５μｍに固定した。そして、Ａｎ：Ａｗを、１：１、１：１．５、１
：２、１：２．５又は１：３に設定した。
【０１０３】
図１９～２１に、Ａｎ：Ａｗ＝１：１に設定した場合の白浮き特性を示す。また、図２２
～２４に、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５に設定した場合の白浮き特性を示す。また、図２５～
２７に、Ａｎ：Ａｗ＝１：２に設定した場合の白浮き特性を示す。また、図２８～３０に
、Ａｎ：Ａｗ＝１：２．５に設定した場合の白浮き特性を示す。また、図３１～３３に、
Ａｎ：Ａｗ＝１：３に設定した場合の白浮き特性を示す。
【０１０４】
そして、下記表１に、図１９～３３の各グラフから、正面透過率比＝０．１のときの斜め
透過率比と、正面透過率比＝０．２のときの斜め透過率比とを抽出した結果を示す。
【０１０５】
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【表１】

【０１０６】
表１より、いずれの場合も、比較形態１（正面透過率比＝０．１のときの斜め透過率比＝
０．３６、正面透過率比＝０．２のときの斜め透過率比＝０．４３）よりも優れた白浮き
特性を示すことがわかった。
【０１０７】
また、Ａｎの大きさをＡｗの大きさ以下に設定することによって、白浮き特性のグラフの
谷（へこんだ部分）を低階調側に発生させることができる。すなわち、低階調側で正面透
過率比と斜め透過率比との差を縮めることができるので、白浮きが視認されるのを効果的
に抑制することができる。
【０１０８】
なお、本実施形態において、ＡｎはＡｗよりも大きくてもよいが、この場合、白浮き特性
のグラフの谷は高階調側にシフトする。すなわち、高階調側での正面透過率比と斜め透過
率比との差は縮まるが、低階調側での正面透過率比と斜め透過率比との差はあまり縮まら
ないことになる。したがって、ＡｎをＡｗよりも大きくしても、白浮きを抑制する効果は
小さくなってしまう。また、人間の視覚は、上述のように、低階調から中間調表示時にお
ける透過率の変化に敏感であるため、高階調側で正面透過率比と斜め透過率比との差を小
さくしたとしても、表示品位向上の効果は小さい。
【０１０９】
更に、ＡｎをＡｗよりも大きくした場合、絵素内に設けられる枝部２２、３２の本数が多
くなってしまう。枝部２２、３２上は光が透過しない領域なので、この場合、透過率が低
下してしまう。
【０１１０】
また、Ａｗの割合がＡｎ：Ａｗ＝１：３よりも大きくなると、白浮きを好適に抑制できな
いことがある。
【０１１１】
続いて、市販のＭＶＡモードのテレビの白浮き特性を調べた結果を図３４に示す。このテ
レビは、マルチ画素を用いた駆動方式を採用している。すなわち、特許文献２に記載の技
術と同様に、高輝度用のサブ絵素と、低輝度用のサブ絵素とを２つのＴＦＴを用いて駆動
し、絵素の輝度を平均化して表示する方式であり、白浮きの抑制に優れた方式である。
【０１１２】



(18) JP WO2010/137427 A1 2010.12.2

10

20

30

40

この結果、このＭＶＡモードのテレビでは、９６階調（正面透過率比０．１に相当）のと
きの相対輝度（斜め透過率比に相当）は、０．２５であり、１２８階調（正面透過率比０
．２に相当）のときの相対輝度は、０．３５であった。
【０１１３】
それに対して、ＴＢＡモードの実施形態１の液晶表示装置によれば、マルチ画素を用いた
駆動方式を採用せずとも、表１に示したように上記ＭＶＡモードのテレビ以上の優れた白
浮き抑制効果を発揮できることがわかった。なお、表１中、上記ＭＶＡモードのテレビ以
上の優れた斜め透過率比についてはグレーで塗ってある。
【０１１４】
また、表１の結果より、上記ＭＶＡモードのテレビ以上の優れた白浮き抑制効果をより確
実に奏する観点からは、Ａｎ：Ａｗ＝１：１．５～１：３を満たすことがより好ましいこ
とが分かる。
【０１１５】
更に、ＴＢＡモードでは、白浮き対策のためには、狭間隔領域１７の面積Ａｎと広間隔領
域１８の面積Ａｗとの比は、１：２が最適であり、このとき最も電極間隔Ｓの組合せの許
容範囲が広くなることがわかった。
【０１１６】
また、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の場合と、Ａｎ：Ａｗ＝１：２．５及びＡｎ：Ａｗ＝１：３の
場合とにおける白浮きを抑制する効果は実質的に同等であった。
【０１１７】
また、最も白浮きを抑制できたのは、Ａｎ：Ａｗ＝１：３、電極幅Ｌ＝２．５μｍ、狭間
隔領域１７の電極間隔Ｓ＝５μｍ、広間隔領域１８の電極間隔Ｓ＝１２μｍの組合せの場
合であった。
【０１１８】
次に、実施形態１において電極幅Ｌを２．５μｍから３．０μｍに変更した場合の白浮き
特性について説明する。
【０１１９】
ここでは、電極幅Ｌを狭間隔領域１７及び広間隔領域１８ともに３．０μｍに固定し、狭
間隔領域１７の電極間隔Ｓを３、４又は５μｍに設定し、広間隔領域１８の電極間隔Ｓを
８、１０又は１２μｍに設定した。そして、狭間隔領域１７の面積と広間隔領域１８の面
積との比を、１：１、１：２又は１：３に設定した。
【０１２０】
図３５～３７に、Ａｎ：Ａｗ＝１：１に設定した場合の白浮き特性を示す。また、図３８
～４０に、Ａｎ：Ａｗ＝１：２に設定した場合の白浮き特性を示す。また、図４１～４３
に、Ａｎ：Ａｗ＝１：３に設定した場合の白浮き特性を示す。
【０１２１】
また、比較形態１において、電極幅Ｌを２．５μｍから３．０μｍに変更して白浮き特性
を調べた結果を図４４に示す。この結果、電極幅Ｌ＝３．０μｍの場合、比較形態１では
、正面透過率比が０．１のときの斜め透過率比は、０．２８であり、正面透過率比が０．
２のときの斜め透過率比は、０．３６であった。
【０１２２】
そして、下記表２に、実施形態１に係る図３５～４３の各グラフから、正面透過率比＝０
．１のときの斜め透過率比と、正面透過率比＝０．２のときの斜め透過率比とを抽出した
結果を示す。
【０１２３】
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【表２】

【０１２４】
表２より、いずれの場合も、比較形態１（正面透過率比＝０．１のときの斜め透過率比＝
０．２８、正面透過率比＝０．２のときの斜め透過率比＝０．３６）よりも優れた白浮き
特性を示すことがわかった。すなわち、実施形態１の液晶表示装置は、電極幅Ｌによらず
、白浮きを抑制できることがわかった。
【０１２５】
また、電極幅Ｌを２．５μｍから３．０μｍに変更しても、狭間隔領域１７の面積Ａｎと
広間隔領域１８の面積Ａｗとの比が１：２のときが最も白浮きを抑制できることがわかっ
た。
【０１２６】
また、図４５に狭間隔領域１７の面積と広間隔領域１８の面積との比を１：２に設定した
場合の実施形態１の液晶表示装置を示す。図４５に示すように、狭間隔領域１７及び広間
隔領域１８それぞれにおける画素電極２０の枝部２２及び共通電極３０の枝部３２の長さ
を変更することによって、Ａｎ：Ａｗを調整することができる。
【０１２７】
このように、Ａｎ：Ａｗは、電極のレイアウトを変更することによって容易に調整するこ
とかできる。以下に、実施形態１の液晶表示装置における絵素パターンの変形例を示す。
【０１２８】
図４６、４７に示すように、枝部２２及び枝部３２は、折れ曲がっていてもよい。これに
より、枝部２２及び枝部３２の延伸方向に沿って電極間隔Ｓを段階的に変化させている。
【０１２９】
なお、図４６では、Ａｎ：Ａｗが１：１になるように設計され、図４７では、Ａｎ：Ａｗ

が１：２になるように設計されている。また、図４６及び４７中、１１は、ゲートバスラ
インを示し、１２は、Ｃｓバスラインを示し、１３は、ソースバスラインを示し、１４は
、ＴＦＴを示し、１５は、ドレイン配線を示し、１９は、ドレイン配線１５及び画素電極
２０を接続するためのコンタクトホールを示している。
【０１３０】
ここで、図４６に示した液晶表示装置（Ａｎ：Ａｗ＝１：１）を実際に試作し、白浮き特
性を測定した結果を図４９に示す。この試作機においては、狭間隔領域１７のＬ／Ｓ＝２
．５μｍ／３．０μｍとし、広間隔領域１８のＬ／Ｓ＝２．５μｍ／８．０μｍとし、ｄ
Δｎ＝３５０ｎｍとし、更にΔε＝２０、γ１＝２００のネマチック液晶材料を用いた。
また、ポリイミドからなる垂直配向膜を形成した。更に、アレイ基板１及び直線偏光板４
の間と、対向基板２及び直線偏光板５の間とにそれぞれ、ＴＡＣ及び位相差板からなるネ
ガティブＣプレート（面内方向のリタデーションＲｅ：０ｎｍ、法線方向のリタデーショ
ンＲｔｈ：２７０ｎｍ）を配置した。そして、画素電極には、ＡＣ電圧（振幅０～６．５
Ｖ、周波数３０Ｈｚ）を印加した。ただし、画素電極に印加したＡＣ電圧のＶｃ（振幅セ
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ンター）は、共通電極の電位と同電位に設定した。また、共通電極には、画素電極に印加
したＡＣ電圧のＶｃに対する相対電位が０ＶのＤＣ電圧を印加した。
【０１３１】
その結果、図４９に示すように、正面透過率比が０．１のときの斜め透過率比は、０．３
０であり、正面透過率比が０．２のときの斜め透過率比は、０．３７であった。このよう
に、Ａｎ：Ａｗ＝１：１の実際の試作機においても、白浮きが抑制され、市販のＭＶＡモ
ードのテレビと同等の白浮き特性を発揮することができた。
【０１３２】
以下、絵素パターンの変形例について説明を続ける。
枝部２２及び枝部３２は、図４８に示すように、液晶表示パネルを正面視したときに、斜
め方向に配置されてもよい。
【０１３３】
より詳細には、画素電極２０の幹部２１は、平面視矩形状の絵素領域を上下に二等分する
ように、上下及び１８０°方向に平面視Ｔ字状に形成されている。また、画素電極２０の
枝部２２は、幹部２１から１３５°又は２２５°方向に向かって延伸されている。また、
共通電極３０の枝部３２は、幹部３１から４５°又は３１５°方向に向かって延伸されて
いる。
【０１３４】
そして、枝部２２又は枝部３２（ライン）と、枝部２２又は枝部３２に隣接する大小２つ
の電極間隔Ｓ（スペース）とが一組となり、この組が絵素内に複数設けられている。
【０１３５】
またこの場合は、直線偏光板６の吸収軸６ａは、上下方向に沿って配置され、直線偏光板
７の吸収軸７ａは、左右方向に沿って配置される。これにより、水平及び垂直方向に対し
て優れたコントラスト比を発揮することができる。これは、大型サイズの液晶表示装置（
なかでもテレビ）に本実施形態を利用する場合に特に好ましい。
【０１３６】
また、画素電極２０及び共通電極３０はそれぞれ、互いに延伸方向が直交する２種類の枝
部２２及び枝部３２を有する。したがって、互いの電界方向が直交するベンド状の２種類
の電界が一つの絵素内に形成される。すなわち、各種の枝部２２及び枝部３２それぞれに
２つのドメインが形成されるので、合計４つのドメインが一つの絵素内に形成される。こ
れにより、上下左右、全方位において偏りのない視野角補償が可能になる。
【０１３７】
なお、図４８では、Ａｎ：Ａｗが１：２になるように設計されている。また、図４８中、
１１は、ゲートバスラインを示し、１２は、Ｃｓバスラインを示し、１３は、ソースバス
ラインを示し、１４は、ＴＦＴを示し、１５は、ドレイン配線を示し、１６は、ＴＦＴ１
４のゲートを示し、ゲートバスライン１１に接続される。
【０１３８】
ここで、図４８に示した液晶表示装置（Ａｎ：Ａｗ＝１：２）を実際に試作し、白浮き特
性を測定した結果を図５６に示す。この試作機においては、狭間隔領域１７のＬ／Ｓ＝２
．５μｍ／３．０μｍとし、広間隔領域１８のＬ／Ｓ＝２．５μｍ／１０．０μｍとし、
ｄΔｎ＝３５０ｎｍとし、更にΔε＝２０、γ１＝２００のネマチック液晶材料を用いた
。また、ポリイミドからなる垂直配向膜を形成した。更に、アレイ基板１及び直線偏光板
４の間と、対向基板２及び直線偏光板５の間とにそれぞれ、ＴＡＣ及び位相差板からなる
ネガティブＣプレート（面内方向のリタデーションＲｅ：０ｎｍ、法線方向のリタデーシ
ョンＲｔｈ：２７０ｎｍ）を配置した。そして、画素電極には、ＡＣ電圧（振幅０～６．
５Ｖ、周波数３０Ｈｚ）を印加した。ただし、画素電極に印加したＡＣ電圧のＶｃ（振幅
センター）は、共通電極の電位と同電位に設定した。また、共通電極には、画素電極に印
加したＡＣ電圧のＶｃに対する相対電位が０ＶのＤＣ電圧を印加した。
【０１３９】
その結果、図５６に示すように、正面透過率比が０．１のときの斜め透過率比は、０．２
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８であり、正面透過率比が０．２のときの斜め透過率比は、０．３７であった。このよう
に、Ａｎ：Ａｗ＝１：２の実際の試作機においても、白浮きが抑制され、市販のＭＶＡモ
ードのテレビと同等の白浮き特性を発揮することができた。
【０１４０】
以下、絵素パターンの変形例について説明を続ける。
図４８に示した絵素パターンにおいて、枝部２２及び枝部３２はそれぞれ、図５０に示す
ように折れ曲がっていてもよい。なお、図５０では、Ａｎ：Ａｗが１：２になるように設
計されている。
【０１４１】
ただし、図４８及び５０に示す形態では、画素電極２０の幹部２１と、共通電極３０の幹
部３１とによって挟まれた領域（例えば、図４８中、点線の楕円で囲まれた領域）におい
て、幹部２１及び幹部３１によって発生する電界の向きは、いずれかの直線偏光板の吸収
軸方向に沿って発生してしまう。すなわち、この領域では、液晶分子は、いずれかの直線
偏光板の吸収軸方向に沿って配向してしまう。したがって、この領域では、光を透過させ
るのに充分な電位差（横電界）が発生したとしても、光が透過しない領域となってしまう
。
【０１４２】
この幹部２１及び幹部３１に起因する透過率のロスを抑制するための形態としては、図５
１、５２に示す形態が好適である。
【０１４３】
図５１に示す形態では、ソースバスライン１３は、Ｖ字状にジグザグに折れ曲がるととも
に、共通電極３０のソースバスライン１３上の部分も同様にＶ字状にジグザグに折れ曲が
っている。
【０１４４】
より詳細には、ソースバスライン１３は、２２５°方向に延伸する部分と、３１５°方向
に延伸する部分とが連結された平面形状を有する。一方、ゲートバスライン１１及びＣｓ
バスライン１２は、左右方向に直線的に形成されている。
【０１４５】
また、幹部３１のソースバスライン１３に平面的に重なる部分は、ソースバスライン１３
と同様に、２２５°方向及び３１５°方向にジグザグに折れ曲がっている。
【０１４６】
また、共通電極３０の枝部３２は、幹部３１のゲートバスライン１１に平面的に重なる部
分に接続されている。また、枝部３２は、絵素の上下から絵素の中央に向かって、より具
体的には、幹部３１の絵素の上下に位置する部分から１３５°又は２２５°方向に向かっ
て延伸されている。
【０１４７】
また、幹部２１は、絵素の中央に島状に設けられる。また、画素電極２０の枝部２２は、
絵素の中央から絵素の上下に向かって、より具体的には、幹部２１から４５°又は３１５
°方向に向かって延伸されている。
【０１４８】
この形態によれば、幹部３１のソースバスライン１３に平面的に重なる部分と、枝部２２
とによって発生する電界の向きは、一対の直線偏光板の吸収軸方向に対して略４５°をな
す方向となる。すなわち、幹部３１のソースバスライン１３に平面的に重なる部分と、枝
部２２とによって挟まれた領域においても、液晶分子は、一対の直線偏光板の吸収軸方向
に対して斜めに配向することとなる。したがって、この領域においても光を透過させるこ
とができ、透過率を向上することができる。
【０１４９】
他方、図５２に示すように、ソースバスライン１３の代わりに、ゲートバスライン１１及
びＣｓバスライン１２が折れ曲がっていてもよい。
【０１５０】
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すなわち、ゲートバスライン１１及びＣｓバスライン１２は、Ｖ字状にジグザグに折れ曲
がるとともに、共通電極３０のゲートバスライン１１上の部分も同様にＶ字状にジグザグ
に折れ曲がっていてもよい。
【０１５１】
より詳細には、ゲートバスライン１１及びＣｓバスライン１２はそれぞれ、４５°方向に
延伸する部分と、３１５°方向に延伸する部分とが連結された平面形状を有する。一方、
ソースバスライン１３は、上下方向に直線的に形成されている。
【０１５２】
また、幹部３１のゲートバスライン１１に平面的に重なる部分は、ゲートバスライン１１
と同様に、４５°方向及び３１５°方向にジグザグに折れ曲がっている。
【０１５３】
また、枝部３２は、幹部３１のソースバスライン１３に平面的に重なる部分に接続されて
いる。また、枝部３２は、絵素の左右から絵素の中央に向かって、より具体的には、幹部
３１の絵素の左右に位置する部分から４５°又は１３５°方向に向かって延伸されている
。
【０１５４】
また、幹部２１は、絵素の中央に島状に設けられる。また、枝部２２は、絵素の中央から
絵素の左右に向かって、より具体的には、幹部２１から２２５°又は３１５°方向に向か
って延伸されている。
【０１５５】
この形態によれば、幹部３１のゲートバスライン１１に平面的に重なる部分と、枝部２２
とによって発生する電界の向きは、一対の直線偏光板の吸収軸方向に対して略４５°をな
す方向となる。すなわち、幹部３１のゲートバスライン１１に平面的に重なる部分と、枝
部２２とによって挟まれた領域においても、液晶分子は、一対の直線偏光板の吸収軸方向
に対して斜めに配向することとなる。したがって、この領域においても光を透過させるこ
とができる。
【０１５６】
以上より、図５１及び５２に示した形態によれば、幹部２１及び幹部３１に起因して透過
率が減少してしまうのを効果的に抑制することができる。
【０１５７】
もちろんいずれの形態においても、絵素内には、狭間隔領域１７及び広間隔領域１８が設
けられている。また、電極間隔Ｓは、枝部２２及び枝部３２の延伸方向に沿って、段階的
に変化している。
【０１５８】
より詳細には、狭間隔領域１７における電極間隔Ｓと、広間隔領域１８における電極間隔
Ｓとの合計は一定に保ったまま、枝部２２又は枝部３２の先端領域から枝部２２又は枝部
３２の根元部に向かって、両間隔の大小、すなわち両領域１７及び１８が交互に入れ替わ
っている。
【０１５９】
したがって、これらの形態によっても、電極間隔Ｓが互いに異なる複数の領域を一つの絵
素内に効果的に形成することができる。その結果、白浮き現象を効果的に抑制することが
できる。
【０１６０】
以上、実施形態１、２により本発明についてより詳細に説明したが、本発明において、互
いに電極間隔の異なる領域は特に２つに限定されず、３つ以上であってもよい。
【０１６１】
また、本発明をカラー液晶表示装置に適用する場合、各色絵素における電極間隔は、同じ
であってもよいし、異なっていてもよい。なかでも後者によれば、各色絵素を透過する特
定色（特定波長）の光の特性にあわせて、各色絵素における電極間隔をそれぞれ最適化す
ることができる。
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【０１６２】
（比較形態２）
図５３～５５に比較形態２の液晶表示装置の平面模式図を示す。本比較形態の液晶表示装
置は、図５３～５５に示すように、実施形態１と同様に櫛歯状の画素電極２０及び共通電
極３０を有するが、電極間隔が絵素内で統一されているため、白浮きが顕著に視認されて
しまう。
【０１６３】
（実施形態２）
本実施形態の液晶表示装置は、以下の点で実施形態１と異なる。
すなわち、本実施形態の液晶表示装置は、対向基板２側に対向電極を有する。具体的には
、図５７に示すように、絶縁基板４０の液晶層側の主面上には、対向電極６１、誘電体層
（絶縁層）６２及び垂直配向膜５１がこの順に積層されている。なお、対向電極６１と絶
縁基板４０の間には、色層４２及び／又はＢＭ層４１等が設けられてもよい。
【０１６４】
対向電極６１は、ＩＴＯ、ＩＺＯ等の透明導電膜から形成される。対向電極６１及び誘電
体層６２はそれぞれ、少なくとも全表示領域を覆うように切れ目なく形成されている。対
向電極６１には、各画素（絵素）に共通の所定の電位が印加される。
【０１６５】
誘電体層６２は、透明な絶縁材料から形成される。具体的には、窒化シリコン等の無機絶
縁膜、アクリル樹脂等の有機絶縁膜等から形成される。
【０１６６】
他方、絶縁基板１０には、実施形態１と同様に画素電極２０及び共通電極３０を含む一対
の櫛歯状電極が設けられ、さらに、垂直配向膜５２が設けられている。また、２枚の絶縁
基板１０、４０の外主面上には直線偏光板６、７が配設されている。
【０１６７】
黒表示時以外、画素電極２０と、共通電極３０及び対向電極６１との間には異なる電圧が
印加される。共通電極群３０及び対向電極６１は、接地されてもよいし、共通電極３０及
び対向電極６１には、同じ大きさかつ極性の電圧が印加されてもよいし、互いに異なる大
きさかつ極性の電圧が印加されてもよい。
【０１６８】
本実施形態の液晶表示装置によっても、実施形態１と同様に、白浮き現象を改善すること
ができる。また、対向電極６１を形成することにより、応答速度を向上することができる
。
【０１６９】
図５８に、実施形態１及び２における画素の構成の他の具体例を示す。なお、図５８に示
す画素は、複数色の絵素（サブ画素）から構成されてもよく、この場合、以下の構成は絵
素を示す。
【０１７０】
絶縁基板１０の液晶層３側の主面上には、ソースバスライン１３と、ゲートバスライン１
１と、スイッチング素子（アクティブ素子）であり、かつ各画素に１つずつ設けられた薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）１４と、各画素に別個に設けられた画素電極２０と、複数の画
素（例えば、全画素）に共通して設けられた共通電極３０とが設けられている。
【０１７１】
ゲートバスライン１１及び共通電極３０は絶縁基板１０上に設けられ、ゲートバスライン
１１及び共通電極３０上にはゲート絶縁膜（図示せず）が設けられ、ソースバスライン１
３及び画素電極２０はゲート絶縁膜上に設けられ、ソースバスライン１３及び画素電極２
０上には垂直配向膜５２が設けられている。
【０１７２】
なお、共通電極３０と、画素電極２０とはフォトリソ法により、同一工程で同一膜を用い
てパターニングされ、同一層（同じ絶縁膜）上に配置されもよい。
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【０１７３】
ソースバスライン１３は、互いに平行に直線状に設けられ、隣接する画素間を上下方向に
延伸している。ゲートバスライン１１は、互いに平行に直線状に設けられ、隣接する画素
間を左右方向に延伸している。ソースバスライン１３とゲートバスライン１１とは、直交
しており、ソースバスライン１３及びゲートバスライン１１によって区画された領域が概
ね１つの画素領域となる。ゲートバスライン１１は、表示領域内でＴＦＴ１４のゲートと
しても機能している。
【０１７４】
ＴＦＴ１４は、ソースバスライン１３及びゲートバスライン１１の交差部近傍に設けられ
、ゲートバスライン１１上に島状に形成された半導体層２８を含む。また、ＴＦＴ１４は
、ソースとして機能するソース電極２４と、ドレインとして機能するドレイン配線１５と
を有する。ソース電極２４は、ＴＦＴ１４とソースバスライン１３とを接続し、ドレイン
配線１５は、ＴＦＴ１４と画素電極２０とを接続する。ソース電極２４とソースバスライ
ン１３とは、同一膜からパターン形成されることによって接続されている。ドレイン配線
１５と画素電極２０とは、同一膜からパターン形成されることによって接続されている。
【０１７５】
画素電極２０には、ＴＦＴ１４がオン状態の間、画像信号が所定のタイミングでソースバ
スライン１３から供給される。一方、共通電極３０には、各画素に共通の所定の電位が印
加される。
【０１７６】
画素電極２０の平面形状は、櫛歯形状であり、画素電極２０は、直線状の幹部（画素幹部
）２１と、直線状の複数の櫛歯（枝部２２）とを有する。幹部２１は、画素の短辺（下辺
）に沿って設けられる。枝部２２は、幹部２１に接続されることによって互いに接続され
ている。また、枝部２２は、幹部２１から対向する短辺（上辺）に向かって、すなわち略
９０°方向に向かって延伸されている。
【０１７７】
共通電極３０の平面形状は、櫛歯形状であり、直線状の幹部（共通幹部）３１と、直線状
の複数の櫛歯（枝部３２）とを有する。枝部３２及び幹部３１は、同一膜からパターン形
成されることによって接続されている。幹部３１は、ゲートバスライン１１と平行に直線
状に設けられ、隣接する画素間を左右方向に延伸している。枝部３２は、幹部３１から、
対向する画素の下辺に向かって、すなわち略２７０°方向に向かって延伸されている。
【０１７８】
このように、画素電極２０と共通電極３０とは、互いの櫛歯（枝部２２、枝部３２）が噛
み合うように対向配置されている。また、枝部２２及び枝部３２は、互いに平行に配置さ
れるとともに、間隔を有して互い違いに配置されている。
【０１７９】
また、図５８に示した例では、液晶分子の傾斜方向が逆向きである２つのドメインが１つ
の画素内に形成される。ドメイン数は特に限定されず適宜設定できるが、良好な視角特性
を得る観点からは、４つのドメインを一つの画素内に形成してもよい。
【０１８０】
また、図５８に示した例は、１つの画素内に電極間隔が互いに異なる２以上の領域を有す
る。より詳細には、各画素内には、電極間隔が相対的に狭い領域（間隔Ｓｎの領域）と、
電極間隔が相対的に広い領域（間隔Ｓｗの領域）とが形成されている。これより、実施形
態１と同様に、白浮き現象を改善することができる。
【０１８１】
本願は、２００９年５月２８日に出願された日本国特許出願２００９－１２９５２１号と
、２０１０年１月１５日に出願された日本国特許出願２０１０－６６９３号とを基礎とし
て、パリ条約ないし移行する国における法規に基づく優先権を主張するものである。該出
願の内容は、その全体が本願中に参照として組み込まれている。
【符号の説明】
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１００：液晶表示パネル
１：アクティブマトリクス基板（ＴＦＴアレイ基板）
２：対向基板
３：液晶層
４、４ａ、４ｂ：液晶分子
５：横電界
６、７：直線偏光板
６ａ、７ａ：吸収軸
１０：絶縁基板
１１：ゲートバスライン
１２：Ｃｓバスライン
１３：ソースバスライン
１４：ＴＦＴ
１５：ドレイン配線
１６：ゲート
１７：狭間隔領域
１８：広間隔領域
１９：コンタクトホール
２０：画素電極
２１：幹部（画素幹部）
２２：枝部（画素枝部）
２４：ソース電極
２８：半導体層
３０：共通電極
３１：幹部（共通幹部）
３２：枝部（画素枝部）
４０：絶縁基板
４１：ＢＭ層
４２：色層
４３：オーバーコート層
５１、５２：垂直配向膜
６１：対向電極
６２：誘電体層
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【国際調査報告】



(38) JP WO2010/137427 A1 2010.12.2

10

20

30

40



(39) JP WO2010/137427 A1 2010.12.2

10

20

30

40



(40) JP WO2010/137427 A1 2010.12.2

10

20

30

40



(41) JP WO2010/137427 A1 2010.12.2

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,S
I,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,
BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,I
N,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM
,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,
ZW

(72)発明者  川島　慎吾
            日本国大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  千葉　大
            日本国大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
(72)発明者  藤田　哲生
            日本国大阪府大阪市阿倍野区長池町２２番２２号　シャープ株式会社内
Ｆターム(参考) 2H092 GA14  HA04  JA24  NA01  PA02  PA08  PA09  PA10  PA11  QA09 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JPWO2010137427A1 公开(公告)日 2012-11-12

申请号 JP2011515954 申请日 2010-04-20

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普公司

[标]发明人 岡崎敢
坂井健彦
森下克彦
川島慎吾
千葉大
藤田哲生

发明人 岡▲崎▼ 敢
坂井 健彦
森下 克彦
川島 慎吾
千葉 大
藤田 哲生

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/134363 G02F2001/134318

FI分类号 G02F1/1343

F-TERM分类号 2H092/GA14 2H092/HA04 2H092/JA24 2H092/NA01 2H092/PA02 2H092/PA08 2H092/PA09 2H092
/PA10 2H092/PA11 2H092/QA09

优先权 2009129521 2009-05-28 JP
2010006693 2010-01-15 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供一种液晶显示装置，该液晶显示装置具有至少一对梳状电
极，能够在垂直取向模式下减少白色现象。 本发明提供了一种液晶显示
装置，其包括：彼此相对设置的一对基板；和夹在该一对基板之间的液
晶层，其中，一对基板中的一个包括一对梳状电极，一对。 电极在像素
内在平面上彼此相对地布置，液晶层包含p型向列液晶，并且由在一对电
极之间产生的电场驱动，p型向列液晶相对于液晶的表面垂直排列。 在
不施加电压的情况下，在一对基板之间，在像素内形成电极对之间的间
隔彼此不同的两个以上的区域。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c3d9c748-aac5-4694-91f9-b155ff00ddf6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043222544/publication/JPWO2010137427A1?q=JPWO2010137427A1

